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COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. US SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIO: Gestionar I'adquisicid, I'estructuracio, I'analisi i la visualitzacié de dades i informacié
de I'ambit d'especialitat, i valorar de forma critica els resultats d'aquesta gestio.

2. TERCERA LLENGUA: Conéixer una tercera llengua, preferentment I'anglés, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonancia amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

METODOLOGIES DOCENTS

- Sesions de teoria

- Sesions de problemes

- Entrega de problemes

- Examens amb preguntes curtes i problemes
- Presentacions orals

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectius d'aprenentatge de I'assignatura:

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants a un nivell introductori els principis fisics de dispositius semiconductors i oferir-los
una visié general sobre les raons per les quals els dispositius semiconductors sén la base de la industria de I'electronica.

En particular, s'ensenya a fons els fonaments fisics per, a continuacio, presentar en detall diodes i bipolars. A més, es fara una breu
descripcio i analisi de les propietats fonamentals dels dispositius electronics basics.

Resultats d'aprenentatge de I'assignatura:
- Capacitat per analitzar i predir el comportament general dels dispositius semiconductors.

- Capacitat per quantificar les propietats electriques.
- Capacitat per obtenir els diferents models eléctrics que s'han d'aplicar en I'analisi i disseny de circuits.
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HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup gran 39,0 31.20
Hores aprenentatge autonom 86,0 68.80

Dedicacio total: 125 h

CONTINGUTS

(CAT) 1. Fundamentals

Descripcio:

- Crystal structure

- Atomic structure and wave properties
- Energy bands

- Carrier concentrations

- Currents in semiconductors

- The continuity equation

Dedicacié: 60h
Grup gran/Teoria: 17h 30m
Aprenentatge autonom: 42h 30m

(CAT) 2. P/N juntions

Descripcio:

- Band diagram in thermal equilibrium
- Electrostatics

- Steady state I-V characteristics

- Small signal model

- Junction breakdown

Dedicacié: 30h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Aprenentatge autonom: 22h 30m

(CAT) 3. Bipolar junction transistor.

Descripcio:

- The transistor effect

- Band diagram

- Common-base I-V characteristics
- Ebers-Moll model

- Small signal model

- Non idealities

Dedicacio: 30h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autonom: 22h
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(CAT) 4. Other electron devices

Descripcio:

- Description and analysis of basic optoelectronic devices like photoconductors, photodiodes, solar cells, LED's, lasers, TFT, etc.
Dedicacio: 5h

Grup gran/Teoria: 2h

Aprenentatge autonom: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Examen final: 45%
Examen parcial i controls: 45%
Presentaci6 oral: 10%
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